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Répétition 7 : Le transistor MOSFET à canal n 

1 Rappels sur le transistor MOSFET à canal n 
• Caractéristiques iD-vDS 
• Modes de fonctionnement 

2 Exercice 1 
Soit un transistor NMOS avec K = 2 mA V-2 et Vt = 1,5 V. Soit le circuit suivant avec R2 = 4,7 
k Ω  et V2 = 10 V. Si l'on souhaite obtenir une tension VDS = 6,2 V, comment doit-on choisir 
V1? 

 
 

3 Exercice 2 
Considérons le même circuit. Maintenant, Vt = 2 V, V1 = 2,8 V, V2 = 12 V et R2 = 5,6 k Ω . 
Quel sera le K maximal qui permettra d'être en saturation ? 
Pour résoudre l'exercice, supposez être à la limite. 
Sol. : K = 3,13 mA V-2. 
 

4 Exercice 3 
Dans quelle région opère le transistor MOS si RD = 1,5 kΩ , même question pour RD = 500 Ω . 
On suppose K = 0,5 mA V-2, Vt = 2,5 V. 
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5 Exercice 4 
Soit le circuit suivant : 

 
Dans quelle région fonctionne Q1 ? 
Que vaut VDS1 ? (S'aider des expressions de ID1) 
Prouver que Q2 est saturé et calculer VDS2. 
On suppose K = 1,8 mA V-2, Vt = 1,2 V. 
Sol. : VDS1 = 1,86 V, ID1 = 0,8 mA. 
 

6 Exercice 5 
On souhaite ne pas endommager le transistor MOS dans le circuit suivant. Comment doit-on 
choisir VCC. On sait que K = 1 mA V-2, Vt = 1 V, Pmax =50 mW. 

 

7 Exercice 6 
La fiche technique du MOSFET à enrichissement à canal n 2N7008 indique ID(on) = 500mA 
(minimum) à VGS = 10V et VGS(th) = 1 V. Déterminez ID à VGS = 5 V. 
(Fiche technique en annexe). 
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8 Exercice 7 
Placer Q sur la droite de courant ID pour le circuit ci-dessous. On suppose K = 0,5 mA V-2, 
Vt = 2 V. 

 
Solutions : 42,6=DSV  V et 36,3=GSV  V. 
 








